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Ustavfyziky kondenzovanychilatek

ZADANI DIPLOMOVE PRACE

Strukturni chyby v mikrokrystalickém
materialu SiC

Integrace rozdilnych krystalickych materidli na 1éta zavedenou kiemikovou technologii
Vv elektrotechnickém primyslu je velmi zadana. Kiemik je sice dobfe zavedeny a ma tfadu
dobrych vlastnosti, nicméné pro nékteré fyzikalni vlastnosti jsou vyzadovany jiné materialy.
Jednim z takovych miize byt i pouziti slitiny SiC v elektrotechnice.

Metodou vyroby vrstev na substratech s predleptanou matici sloupeckil, vyvinutou na ETH
v Curychu, je mozné rust relativné tlusté vrstvy s velmi rozdilnymi miizovymi parametry na
sebe. Tyto vrstvy i1 pfes velmi vysokou strukturni kvalitu nékteré¢ defekty stdle obsahuji.
V ptipadé SiC jsou to ¢asto vrstevné chyby a ty je mozné studovat metodami rtg rozptylu.
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Obr.1: Rez SiC draty ziskany ve skenovacim elektronovém mikroskopu [1] (vlevo) a map rtg
intenzity v reciprokém prostory ukazujici linie od vrstevnych chyb.

Pomoci mapovani reciprokého prostoru v okoli difrak¢niho maxima je mozné zjistit nékteré
informace o takovychto defektech.

Cilem prace bude rtg méfeni map reciprokého prostoru na usporadanych systémech SiC
mikrokrystalii vypéstovanych na Si substratech a urCovani strukturnich vlastnosti jejich
krystalové mtize, defektl a predevSim zastoupeni vrstevnych chyb.

Ptedpokladem préce na projektu jsou zékladni znalosti fyziky pevnych latek a optiky.
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